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Mikrojet-CVD 

Mikrojetabscheidungen 

zusammen mit strukturier-

ter Oberflächen-

Aktivierung

Ein dünner Gasstrahl wird auf ein 
Substrat gerichtet und durch Ener-
giezufuhr angeregt. Das resultiert 
in eine lokal begrenzte und - bei 
Bewegung des Strahls - geschrie-
bener Abscheidung mit variablen 
Eigenschaften.

Werden organische Moleküle einem 
Niederdruckplasma ausgesetzt, unter-
liegen sie einer Fragmentierung. Die 
Fragmente setzen sich dann zu neuen 
Verbindungen zusammen, die in Ab-
hängigkeit von den Eigenschaften des 
Plasmas, aber auch anderer Faktoren 
wie z.B. der Reaktorgeometrie, makro-
molekularen Charakter haben können 
und sich dann an Oberflächen des 
Reaktionssystems abscheiden. Ein sol-
cher Prozess wird Plasma-unterstützte 
Schichtabscheidung (Plasma enhanced 
chemical vapor deposition- PECVD) 
oder auch Plasmapolymerisation ge-
nannt. Obwohl der Bergriff Plasmapo-
lymerisation es naheliegend erscheinen 
lässt, haben diese Prozesse nur wenig 
mit Polymerisationen im klassischen 
Sinn gemein. Die dabei gebildeten 
Schichten sind meist hochvernetzt und 
die Struktur des „Monomers“ wird 
bestenfalls in geringem Anteil wieder-
gefunden. Auch sind Substanzen zur 
PECVD einsetzbar, die klassisch nicht 
polymerisierbar sind, wie z. B. gesät-
tigte Kohlenwasserstoffe.

Es wurden bisher sehr viele Substan-
zen ins Plasma gebracht und die 
daraus gebildeten Schichten unter 
verschiedenen applikativen Aspek-
ten untersucht. In der Regel wurde 
bei allen diesen Untersuchungen die 
gleichmäßige Beschichtung einer 
möglichst großen Substratoberfläche 
angestrebt. Sollen Strukturen erzeugt 
werden, wird üblicher Weise mit 

Abbildung 1
Die Kohlenwasserstoffabscheidung ist 2,3 mm 
hoch und wurde in 10 s erzeugt

Abbildung 2
XPS Spektrum von SiOx Abscheidung bei 50 W 
RF Leistung, 25 sccm, 1 mbar
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Abbildung 3
Profilometrie von SiOx Abscheidung bei 50 W RF 
Leistung, 250 µm Kapillardurchmesser, 
HMDSO/O2 (1:120) 25 sccm, 1 mbar



Maskierungs- oder Stempeltechniken 
gearbeitet. Hauptnachteil dieser Techni-
ken ist deren mangelnde Flexibilität: bei 
jeder Veränderung der Struktur muss 
eine neue Maske (ein neuer Stempel) 
angefertigt werden. Die ortsaufge-
löste Beschichtung kleiner Flächen im 
Mikrometer- bis Sub-Mikrometerbe-
reich stand bislang nicht im Mittelpunkt 
der Entwicklungen und ist auch nicht 
beschrieben.

Wird einem dünnen Gasstrahl im Vaku-
um Energie zugeführt, kann das Gas zu 
Reaktionen angeregt werden. Richtet 
man den Strom eines geeigneten Gases 
dann auf eine Oberfläche, bildet sich 
dort eine Feststoffabscheidung. Die 
Form und die Größe dieser Abschei-
dung sowie deren chemische und 
physikalischen Eigenschaften werden 
von den chemischen Eigenschaften des 
Gases und von den mechanischen Cha-
rakteristika des Gasstroms bestimmt. 
Die Ausdehnung der Abscheidung 
kann einige Millimeter betragen, aber 
auch bis in den Submikrometerbereich 
verkleinert werden. Die konkreten 
Bedingungen (Gasdichte, -geschwin-
digkeit, Laufzeit im Vakuum, Energie-
eintrag etc.), die nötig sind, um eine 
fokussierte Abscheidung mit hoher 
Kantensteilheit zu erreichen, sind noch 
weitgehend unbekannt. Daher werden 
die Ergebnisse der Modellierung des 
Gasstroms mit den Abscheidungsres-
ultaten korreliert. Die so gewonnenen 
Erkenntnisse sollten es gestatten, die 
Abscheidung gezielt zu beeinflussen.

Mit dieser Technik sollte es möglich sein 
Siliziumoxid-Wellenleiter auf dreidi-
mensionalen Objekten zu schreiben, 
tribologische Schichten auf mikrome-
chanischen Bauelementen abzuschei-
den oder die Kanalwände in Mikroflui-
dikchips zu funktionalisieren.
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Abbildung 4
Skizze von Mikrojet Plasma CVD


